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行业与沪深 300 指数对比图 
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行业动态：2021 年 2 月 13 日，日本福岛东部海域发生了 7.3 级地震，影响最为严

重的是信越化学，直接停止了福岛工厂的生产，其光刻胶产品占据整个行业 13%

以上的市场份额。根据集微网消息，由于地震原因，信越化学 KrF 光刻胶产线受到

很大程度的破坏，至今尚未完全恢复生产，由此导致中国大陆多家晶圆厂 KrF 光刻

胶供应紧张，部分中小晶圆厂 KrF 光刻胶甚至出现断供问题。 

1、 光刻胶是光刻工艺的“粮食”，我国高端领域受制于人 

光刻胶又叫光致抗蚀剂，是通过紫外光、电子束、X 射线、离子束等照射或辐

射，使树脂的溶解度发生变化的耐蚀刻涂层材料，主要应用于集成电路、半导体器

件及光电子领域等光电信息产业中。光刻胶一般由感光树脂、增感剂和溶剂三个成

分混合而成，其中光敏树脂是其主要成分。 

按曝光前后光刻胶膜溶解性质的变化又可分为正型光刻胶和负型光刻胶。所谓

正胶是指在光刻工艺中，涂层经曝光、显影后，曝光部分在显影液中溶解而未曝光

部分保留下来形成图案的光刻胶；而负胶则相反，被溶解的是未曝光部分，而曝光

部分形成图案。按曝光波长不同可分为紫外光刻胶（分为正型和负型两种）、深紫

外光刻胶、极紫外光刻胶等。 

光刻胶的应用领域主要分为四个部分：半导体光刻胶、液晶显示（LCD）光刻

胶、印路板（PCB）光刻胶和其他用途类光刻胶。 

表 1：光刻胶主要应用市场简介 

应用市场 简介 

半导体光刻胶 g 线光刻胶、i 线光刻胶、KrF 光刻胶、ArF 光刻胶、EUV 光刻胶、聚酰亚胺光刻胶等 

LCD 光刻胶 彩色光刻胶及黑色光刻胶、LCD 衬垫料光刻胶、TFT 配线用光刻胶等 

PCB 光刻胶 干膜光刻胶、湿膜光刻胶、光成像阻焊油墨等 

其他领域 CCD 摄像头彩色滤光片的彩色光刻胶、MEMS 光刻胶等 

资料来源：强力新材招股说明书、光大证券研究所整理 

在半导体领域，光刻工艺的成本约为整个芯片制造工艺的 30%，耗时约占整

个芯片工艺的 40-50%，是芯片制造中最核心的工艺。而光刻胶作为光刻工艺的“粮

食”，行业壁垒较高。目前全球光刻胶市场份额集中在日本 JSR、日本东京应化、

美国罗门哈斯、日本信越化学和日本富士电子，占比高达 97%，日本龙头地位明

显，合计占比 72%。在全球半导体光刻胶市场中，光刻胶市场主要还集中在 KrF、

ArF、g/i 线光刻胶上，占比分别为 28%、22%和 14%，EUV 光刻胶所占的份额较

小。 

光刻胶是与光刻机相互配套的，光刻机的曝光波长决定了晶圆制造的最佳工艺

水平，也决定了相应光刻胶的要求，基本上遵循着：器件性能需求→光刻机类型→

光刻胶类型→制造工艺水平。 

我国高端领域半导体光刻胶国产化率低于5%，LCD光刻胶国产化率接近10%，

低端领域 PCB 国产化率高达 50%以上。半导体光刻胶基本上是低端 G 线、I 线正

胶产品，高分辨 G 线正胶、I 线正胶、248nm 和 193nm 深紫外光刻胶均依赖进口，

高端领域国产化空间巨大，但道阻且长，亟需与科研机构、设备和制造厂商等合作

实现“产学研结合、协同开发”。 

要点 
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图 1：2019 年全球光刻胶市场份额情况  图 2：2019 年半导体用光刻胶市场格局 

 

 

 
资料来源：中国产业信息网，光大证券研究所整理 

 
资料来源：亚化咨询，光大证券研究所整理 

 

表 2：不同类型的光刻胶对应的制程工艺 

光刻胶 VS 制程工艺       

光刻机曝光波长 G-line 436nm I-line 365nm KrF 248nm ArF 193nm ArFi 193nm EUV 13.5nm 

制程工艺 1.5um-1um 1um-350nm 350nm-130nm 90nm-65nm 45nm-7nm 7nm 及以下 

光刻胶类型 g 线光刻胶 i 线光刻胶 KrF 光刻胶 ArF 光刻胶 ArFi 光刻胶 EUV 光刻胶 

资料来源：光刻人的世界，光大证券研究所整理 

 

表 3：我国光刻胶市场情况 

应用市场 主要品种 主要用途 
全球市场规模 

（亿美元） 

中国市场规模 

（亿元） 
国产化率 下游制造成本占比 

半导体光刻胶 

G 线光刻胶（436nm） 6 寸晶圆 

13 

 

23 

 

<5% 

 

12% 

 

I 线光刻胶（365nm） 6 寸、8 寸晶圆 

KrF 光刻胶（248nm） 8 寸晶圆 

ArF 线光刻胶（193nm） 12 寸晶圆 

EUV 光刻胶（13.5nm） 12 寸晶圆 

LCD 光刻胶 

彩色或黑色光刻胶 制备彩色滤波片 

23 

 

60 

 

~10% 

 

4% 

 
触摸屏用光刻胶 玻璃基板制备 ITO 

TFT-LCD 正性光刻胶 微细图形加工 

PCB 光刻胶 

干膜光刻胶 

微细图形加工 20 60 >50% 3%-5% 湿膜光刻胶 

光成像阻焊油墨 

资料来源：中国产业信息、光大证券研究所整理 

光刻胶生产企业主要集中在美国、日本、欧洲等，国内 IC 光刻胶企业目前

仍然还不成熟，很难作为“proven”的材料参与到芯片制造企业的研发环节，

但随着 2018 年中美贸易摩擦升级以及国家的大力扶持，越来越多的企业参与到

光刻胶的合作开发进程中来，光刻胶国产化正在不断提速。 

表 4：全球主要企业半导体光刻胶发展情况 

公司 国家 I-line 365nm KrF 248nm ArF 193nm ArFi 193nm EUV 13.5nm 

JSR 日本 量产 量产 量产 量产 量产 

TOK 日本 量产 量产 量产 量产 量产 

杜邦（陶氏） 美国 量产 量产 量产 量产 量产 

信越化工 日本  量产 量产 量产 量产 

富士电子 日本 量产 量产 量产 量产  
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住友化学 日本 量产 量产 量产 量产  

默克（AZ） 德国 量产     

北京科华 中国 量产 量产 研发 研发  

苏州晶瑞 中国 量产 研发    

南大光电 中国   验证 研发  

上海新阳 中国  研发 研发   

资料来源：光刻人的世界、亚化咨询、光大证券研究所整理 

2、 受益于全球供应短缺和国产化加速，看好国产替代的先锋队 

受益于全球供应短缺和国产化加速，持续看好国产替代的先锋队：彤程新材、

晶瑞股份、上海新阳、南大光电和华懋科技。 

彤程新材：北京科华正式并表，电子化学品业务营收开始显现 

2020 年及2021 年2 月公司通过全资子公司彤程电子收购北京科华 42.26%

的股权，成为科华第一大股东并对科华实现实际控制。2021 年 Q1 北京科华正

式并表，电子化学品业务开始为公司营收提供增量。2021 年 Q1，公司实现电子

化学品销售 281.6 吨，实现营收 1292 万元。此外在进行电子化学品业务外延并

购的同时，公司自身也投资 5.7 亿元在上海化学工业区布局有 1.1 万吨半导体、

平板显示用光刻胶建设项目 2 万吨相关配套试剂项目，该项目已于 2021 年 5 月

26 日在上海化学工业区顺利开工，预计于 2021 年年末机械竣工。 

晶瑞股份：“半导体+新能源”双轮驱动，未来成长空间广阔 

公司2021年购入的 ArF光刻机现处于设备调试阶段，将用于研发90-28 nm

先进制程的 ArF 光刻胶，有望突破高端半导体光刻胶的技术壁垒。新能源锂电材

料方面，公司研发的 CMCLi 粘结剂生产线于 2020 年顺利落成，实现千吨级规

模量产，打破了国外企业对于高端锂电粘结剂的技术垄断。“半导体+新能源”

双领域新产品的持续开发和下游客户认证的顺利推进，公司拥有广阔的成长空

间。 

上海新阳：购买光刻机用于高端光刻胶项目的研发 

（1）上海新阳自立项开发 193nm ArF 干法光刻胶的研发及产业化项目以

来，安排购买了 ASML-1400 光刻机等核心设备，该光刻机已于 2020 年底前运

抵国内。该光刻机设备于 21 年 3 月已进入合作方北方集成电路技术创新中心（北

京）有限公司场地，后续将进行安装调试等相关工作。（2）上海新阳持有 38%

股权的子公司芯刻微购得 ASML XT 1900 Gi 型二手光刻机一台，该设备可用于

研发分辨率达 28nm 的高端光刻胶。 

南大光电：自主研发的 ArF 光刻胶成功通过下游客户认证 

公司 ArF 光刻胶产品开发和产业化项目，目前已完成 25 吨光刻胶生产线建

设，主要先进光刻设备，如 ASML 浸没式光刻机等已经完成安装并投入使用。

2020 年底，公司自主研发的 ArF 光刻胶产品成功通过下游客户的使用认证，成

为通过产品验证的第一只国产 ArF 光刻胶，各项光学性能均达到商用胶的水平，

可实现先进光刻胶的国产替代，拿到国产光刻胶的首个订单，实现小批量销售。 

华懋科技：投资光刻胶企业，切入半导体关键材料领域 

2021 年 1 月，公司投资了国内优秀的光刻胶企业—徐州博康，该团队多年

来专注主业，突破了国内光刻胶领域的技术壁垒并实现规模化生产。徐州博康的

产品涵盖了生产光刻胶相关的树脂、单体、中间体、感光剂、添加剂和光刻胶成

品，有着完整的产品体系。在技术上，该公司已经成功研发出了 248nm\193nm\

电子束系列成品胶，是未来是国内最有可能取得技术突破并成长为光刻胶领域龙
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头的企业之一。投资徐州博康，切入半导体关键材料领域，拓展了华懋科技的核

心竞争力和盈利能力。 

3、 投资建议 

在全球光刻胶供应短缺和国产化产品替代加速背景下，光大化工团队和电子

团队联合建议关注中国光刻胶企业。建议关注彤程新材、晶瑞股份、上海新阳、

南大光电、华懋科技。 

4、 风险分析 

半导体下游需求不及预期 

如果移动终端、功率器件和新能源汽车的推出不达预期，将可能影响相应半导体

行业景气度和光刻胶等电子化学品需求。 

研发进度不及预期 

光刻胶研发受制于光刻机，研发成本和壁垒较高，存在研发失败的风险。

万得资讯
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评级 说明 

行 

业 

及 

公 

司 

评 

级 
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